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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構，包括：
一底部電極結構，包括一半導體裝置中的一互連層的複數個後端導電結構縱列，

其中該些後端導電結構縱列界定該半導體結構的複數個溝槽；

一絕緣體層，位於該些溝槽的側壁和底表面上，包括複數個間斷區段，以及其中該些間

斷區段之中的各者被包括於該些溝槽之中的對應一者中；以及

一頂部電極結構，位於該些溝槽中的該絕緣體層上。

2.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該底部電極結構進一步包括：
一水平延伸導電結構，位於該些後端導電結構縱列下方和該些溝槽下方，

其中該水平延伸導電結構橫向橫跨該些後端導電結構縱列和該些溝槽。

3.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該絕緣體層連續延伸於該些溝槽之間。
4.　如請求項 2所述之半導體結構，進一步包括:
一底部接觸件結構，位於該水平延伸導電結構下方，

其中該底部接觸件結構耦合至該水平延伸導電結構，以及

其中該底部接觸件結構耦合至該半導體裝置的該互連層下方的一裝置層中的一電晶體結

構。

5.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該頂部電極結構包括位於該些溝槽上方的一合併區
段，以及其中該合併區段耦合至該半導體結構的一頂部接觸件結構。

6.　如請求項 1所述之半導體結構，其中該頂部電極結構包括複數個間斷縱列，
其中該些間斷縱列之中的各者被包括於該些溝槽之中的對應一者中；以及

其中該些間斷縱列之中的各者耦合至該半導體結構的個別頂部接觸件結構。

7.　一種半導體結構，包括：
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一底部電極結構，包括一半導體裝置中的一互連層的複數個後端導電結構縱列，

其中該些後端導電結構縱列界定該半導體結構的複數個溝槽，以及

其中該些後端導電結構縱列之中的各者包括多個通孔和多個金屬化結構的交替配置；

一絕緣體層，位於該些溝槽的側壁和底表面上；以及

一頂部電極結構，位於該些溝槽中的該絕緣體層上，

其中該頂部電極結構包括延伸進該些溝槽的多個氣隙。

8.　如請求項 7所述之半導體結構，其中該絕緣體層包括一多層堆疊，且該多層堆疊包括：
一第一低介電常數介電層；

一高介電常數介電層，位於該第一低介電常數介電層上；以及

一第二低介電常數介電層，位於該高介電常數介電層上。

9.　如請求項 7所述之半導體結構，其中該底部電極結構進一步包括：
一第一水平延伸導電結構，位於該些後端導電結構縱列下方和該些溝槽下方，

其中該第一水平延伸導電結構橫向橫跨該些後端導電結構縱列和該些溝槽；以及

其中該半導體結構進一步包括：

一底部接觸件結構，位於該第一水平延伸導電結構下方，其中該底部接觸件結構耦合至

該第一水平延伸導電結構；

多個第二個別接觸件結構，耦合至該些溝槽之中的各者中的該頂部電極結構；以及

一第二水平延伸導電結構，位於該些第二個別接觸件結構上方且耦合至該些第二個別接

觸件結構之中的各者。

10.   一種形成半導體結構的方法，包括：
在一半導體裝置的一裝置層上方形成該半導體裝置的一互連層的複數個介電層；

在該些介電層中形成：

複數個第一後端導電結構；以及

複數個第二後端導電結構，

其中該些第二後端導電結構排列成複數個垂直延伸縱列，且該些垂直延伸縱列對應於一

溝槽電容器結構的一底部電極結構；

蝕刻穿過該溝槽電容器結構的該些垂直延伸縱列之中相鄰成對者之間的該些介電層，以

形成該溝槽電容器結構的複數個溝槽，

其中該些垂直延伸縱列界定該些溝槽的多個側壁；

在該些溝槽的該些側壁上形成該溝槽電容器結構的一絕緣體層；和

在該些溝槽中的該絕緣體層上形成該溝槽電容器結構的一頂部電極結構。

圖式簡單說明

當結合附圖閱讀時，從以下詳細描述中可以最好地理解本公開的各方面。應注意，根據

工業中的標準方法，各種特徵未按比例繪製。實際上，為了清楚地討論，可任意增加或減少

各種特徵的尺寸。

第 1圖繪示本文描述的示例半導體裝置。
第 2A圖和第 2B圖繪示本文描述的溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 3A圖至第 3D圖繪示本文描述的形成半導體裝置的示例實施方式。
第 4A圖至第 4I圖繪示本文描述的形成溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 5圖繪示本文描述的溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 6圖繪示本文描述的溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 7圖繪示本文描述的溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 8圖繪示本文描述的溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 9A圖至第 9D圖繪示本文描述的形成溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 10圖繪示本文描述的溝槽電容器結構的示例實施方式。
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第 11A圖至第 11C圖繪示本文描述的溝槽電容器結構的示例實施方式。
第 12A圖和第 12B圖繪示本文描述的示例半導體裝置。
第 13A圖至第 13F圖繪示本文描述的半導體裝置的顯示像素的子像素和相關溝槽電容器結構
的示例實施方式的俯視圖佈局。

第 14圖繪示本文描述的示例半導體裝置。
第 15圖繪示本文描述的示例半導體裝置。
第 16圖繪示本文描述的形成電容器結構相關的示例製程流程圖。
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